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Introducao |

O Oxido de titanio é um dos semicondutores mais
utilizados para aplicagbes relacionadas a conversao
de energia solar. O Oxido de zinco, outro
semicondutor, tem sido considerado uma alternativa
promissora como fotoeletrodo para aplicacdo em
células solares por apresentar energia de banda
proibida, Egg (band gap) e processo de injecao
eletrbnica comparaveis ao TiO,, além de alta
mobilidade eletrénica. Contudo, a energia de band
gap desses semicondutores corresponde a
aproximadamente E,q = 3,3 eV (A < 380 nm), o que
implica que sua fotoatividade ocorre apenas sob
radiacdao UV (< 5% do espectro solar). A dopagem
do ZnO com enxofre (S-ZnO), além de diminuir o
Egg, aumenta a densidade de estados préximos do
nivel de Fermi melhorando a injecdo de elétrons na
banda de conducdo (BC) e a eficiéncia na
conversdo de energia solar. '?

Visando-se a obtencdo de um material com maior
aproveitamento da radiacdo solar para aplicacdes
em células solares, investigaram-se as propriedades
do ZnO e S-ZnO obtidos a partir do precursor ZnS
sintetizado pelo método de precipitacao.

Resultados e Discussao |

A amostra de ZnS foi obtida pelo método de
precipitagdo homogénea, lavada, seca e calcinada a
620 °C por 20 e 30 min obtendo-se assim um pé de
coloragdo amarelada (S-ZnO). Os filmes de S-ZnO
foram depositados em eletrodo de vidro revestido
com F-SnO, (vidro-FTO|S-ZnO) a partir de uma
suspensdo contendo polietilenoglicol, PEG-20000,
seguido de tratamento térmico a 450 °C sob ar.
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Figura 1. Difratogramas de raios X (a) e estimativa
da Egg (b) das amostras de ZnS, ZnO e S-Zn0.
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A difratometria de raios X (Fig.1a) revela que a
amostra calcinada a 620 °C por 30 min apresenta
todos os picos de reflexao caracteristicos do ZnO na
sua forma cristalina wurtzita. A auséncia do pico
caracteristico do ZnS, reflexao (111) em 26 = 28.58,
indica que o tratamento térmico promoveu a
transformagéo completa do ZnS a ZnO. Porém, a
estimativa do Egg (Fig.1b) sugere um estreitamento
da banda proibida no S-ZnO que pode ser atribuido
a presencga do enxofre como dopante no material

A microscopia eletrbnica de varredura revela
particulas de até 500 nm de diametro constituidas
por aglomerados de particulas menores, com
diametro médio entre 30-60 nm.

Para avaliar a aplicagdo do material em células
solares, um eletrodo de vidro-FTO|S-ZnO foi
sensibilizado através da imersdao em solugdo do
corante de ruténio N-719 Solaronix 0,1 mmol-L™" em
etanol por 4 horas, em temperatura ambiente. Apds
enxagilie com etanol, depositou-se um filme de um
eletrélito polimérico preparado a partir de um
copolimero de polioxido de etileno, Nal e I,
dissolvidos em acetona. A montagem do dispositivo
foi finalizada pressionando o contra-eletrodo, um
vidro-FTO revestido com um filme de platina. Sob
irradiagdo com simulador solar (130 + 20 mW-cm'Z),
a célula solar apresentou potencial de circuito aberto
Vo = 0,58 V, corrente de curto circuito I = 0,12 mA
e eficiéncia total de conversao n = 0,02%.

Conclusoes |

Amostras de S-ZnO obtidas a partir da calcinagao
do ZnS a 620°C por 30 min sao constituidas por
aglomerados de até 500 nm formados por pequenas
particulas de 30-60 nm de didmetro e apresentam
estrutura cristalina wurtzita. A regido de absor¢ao do
S-Zn0O, quando comparada ao do ZnO, é deslocada
para a regido do visivel. Em uma célula solar
preparada com S-ZnO sensibilizado por corante de
ruténio e eletrélito polimérico, obteve-se eficiéncia
de conversao de energia de 0,02%.
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